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(54) Hochfrequenz-Schaltvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifit eine Hochfrequenz-
Schaltvorrichtung (100, 100') zum Schalten von HF-Si-
gnalen umfassend eine Verbindungsleitungsstruktur
(110, 110) mit einem HF-Eingang (HF-E), einem
HF-Ausgang (HF-A) und einem Niederfrequenzeingang
(NF-E) zum Anlegen einer Schaltspannung und mit min-
destens zwei Diodenpfaden (120-1, 120-2), welche je-

weils eine Diode und ein Leitungsstrukturelement auf-
weisen. Um die Isolation zwischen den Leitungsstruk-
turelementen (120-1-1, 120-2-1) der Diodenpfade gro-
Rer als einen vorgebbaren Isolationswert einzustellen,
wird vorgeschlagen, die Leitungsstrukturelemente

(120-1-1, 120-2-1) jeweils raumlich getrennt voneinan-
der anzuordnen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hochfrequenz
HF-Schaltvorrichtung zum Schalten von Hochfrequenz-
signalen.

[0002] Derartige Schaltvorrichtungen sind im Stand
der Technik grundsatzlich bekannt. Ein Beispiel dafiir ist
in Figur 5 gezeigt und wird nachfolgend naher beschrie-
ben:

[0003] Die in Figur 5 gezeigte HF-Schaltvorrichtung
weist einen Hochfrequenzeingang HF-E zum Einspei-
sen von Hochfrequenzsignalen und einen Hochfre-
quenzausgang HF-A zum Ausgeben der Hochfrequenz-
signale auf, wenn die HF-Schaltvorrichtung 100 ge6ff-
net beziehungsweise durchgeschaltet ist. Der Hochfre-
quenzeingang HF-E und der Hochfrequenzausgang
HF-A sind Uber eine Verbindungsleitungsstruktur 110
miteinander verbunden. Die Verbindungsleitungsstruk-
tur ist als Reihenschaltung ausgebildet und umfasst in
der Figur 5 von links nach rechts gesehen den Hochfre-
quenzeingang HF-E, einen ersten Kondensator C1, ein

erstes Leitungsstrukturelement 112 der Lange %, ein
zweites Leitungsstrukturelement 114 der L&nge i‘,‘ ein

drittes Leitungsstrukturelement 116 der Lange %, einen

zweiten Kondensator C2 und den Hochfrequenzaus-
gang HF-A. Zwischen das erste Leitungsstrukturele-
ment 112 und das zweite Leitungsstrukturelement 114
der Verbindungsleitungsstruktur 110 ist an einen Verbin-
dungspunkt 113 ein erster Diodenpfad 120-1 ange-
schlossen. Dieser umfasst eine Reihenschaltung beste-
hend aus einem Leitungsstrukturelement 120-1-1 der

Lange Z_‘ und einer Diode 120-1-2, wobei die Anode der

Diode mit dem Leitungsstrukturelement 120-1-1 ver-
bunden ist und die Kathode der Diode 120-1-2 nach
Masse geschaltet ist. Dasjenige Ende des Leitungs-
strukturelementes 120-1-1, welches nicht mit der Anode
der Diode verbunden ist, ist zwischen das erste und das
zweite Leitungsstrukturelement 112, 114 der Verbin-
dungsleitungsstruktur 110 angeschlossen. Ein zweiter
Diodenpfad 120-2 ist gleichermalRen aufgebaut wie der
erste Diodenpfad 120-1 und umfasst demnach eben-
falls ein Leitungsstrukturelement 120-2-1 und eine Di-
ode 120-2-2. Auch die Kathode dieser Diode ist nach
Masse geschaltet, wahrend ihre Anode an ein Ende des
Leitungsstrukturelementes 120-2-1 angeschlossen ist.
Das andere Ende dieses Strukturelements ist zwischen
das zweite und das dritte Leitungsstrukturelement 114,
116 der Verbindungsleitungsstruktur 110 angeschlos-
sen. Schliellich umfasst die bekannte HF-Schaltvorrich-
tung 100 noch einen Niederfrequenzeingang NF-E zum
Anlegen einer Schaltspannung, vorzugsweise 5 Volt
bzw. 0 Volt oder - 5 Volt, der Gber eine HF-Ankoppel-
schaltung 130 an den Verbindungspunkt zwischen dem
ersten und zweiten Leitungsstrukturelement 112, 114
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der Verbindungsleitungsstruktur 110 angeschlossen ist.
Die HF-Ankoppelschaltung 130 ist als Tiefpass ausge-
bildet, so dass sie niederfrequente Signale und Gleich-
spannungen passieren lasst, wahrend sie hochfrequen-
te Signale sperrt.

[0004] Nach der Beschreibung des Aufbaus erfolgt
nun eine Beschreibung der Funktionsweise dieser
HF-Schaltvorrichtung 100.

[0005] Fdur das Verstandnis der Funktionsweise ist es
sinnvoll, zwischen einer Niederfrequenzbetrachtung fiir
die Schaltspannungen und einer Hochfrequenzbetrach-
tung flr die zu schaltenden HF-Signale zu unterschei-
den. Dabei ist zu beachten, dass alle Leitungsstruktur-
elemente fir den Fall einer Niederfrequenz-Betrach-
tung als Kurzschliisse angesehen werden kénnen. Fir
den Fall einer Hochfrequenz-Betrachtung wirken nur

Leitungsstrukturelemente der Lange g als Kurzschluss.

Leitungsstrukturelemente der Lange 4& wirken bei einer

Hochfrequenzbetrachtung als Impedanz-Transforma-
tor, indem sie einen niederohmigen Anschlusspunkt an
ihrem einen Ende in einen hochohmigen Anschlus-
spunkt an ihrem anderen Ende transformieren.

[0006] Fur die Beschreibung der Funktionsweise der
Hochfrequenz-Schaltvorrichtung 100 wird zun&chst der
Sperrzustand beschrieben, das heildt das Verhalten der
Vorrichtung, wenn an den Niederfrequenzeingang NF-E
eine Gleichspannung von beispielsweise 0 Volt ange-
legt wird. Wie gesagt, es kdbnnen dann im Fall einer
Gleichspannungs- bzw. Niederfrequenzbetrachtung al-
le Leitungsstrukturelemente 112, 114, 116, 120-1-1 und
120-2-1 als Kurzschliisse angesehen werden. Dies be-
deutet, dass auch an allen Anschlusspunkten dieser
Strukturelemente eine Spannung von 0 Volt anliegt. Die
Dioden 120-1-2 und 120-2-2 sind dann beide zwischen
0 Volt und Masse geschaltet, das heilt sie sind hoch-
ohmig und sperren. Die HF-Ankoppelschaltung 130
kann jetzt als Vorwiderstand fiir die beiden Dioden an-
gesehen werden. Bei einer Schaltspannung von 0 Volt
fallt jedoch auch Uber dieser HF-Ankoppelschaltung
130 keine Spannung ab. Mit der 0 Volt-Schaltspannung
am Niederfrequenzeingang NF-E wird, wie gesagt er-
reicht, dass beide Dioden 120-1-2 und 120-2-2 sperren.
[0007] Dieses Verhalten der Dioden gilt gleicherma-
Ren auch bei einer Hochfrequenz-Betrachtung. Das
heilt, die Anoden beider Dioden kénnen als hochohmig
angesehen werden. Im Unterschied zu der Niederfre-
quenzbetrachtung kénnen bei der nun folgenden Hoch-
frequenzbetrachtung die Leitungsstrukturelemente je-
doch nicht mehr als Kurzschliisse angesehen werden.
So transformiert nun das Leitungsstrukturelement
120-2-1 des zweiten Diodenpfades 120-2 aufgrund sei-
ner Lange * den hochohmigen Verbindungspunkt zur
Anode der 6iode 120-2-2 in einen niederohmigen Ver-
bindungspunkt 115 zwischen dem zweiten und dem drit-
ten 114, 116 Leitungsstrukturelement der Verbindungs-
leitungsstruktur 110. Dieser Verbindungspunkt 115 wird
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wiederum von dem zweiten Leitungsstrukturelement
114 mitder Lénge7—‘ in ein hochohmiges linkes Ende des
Leitungsstrukturelementes 114 transformiert. Anders
ausgedruckt: Von dem Verbindungspunkt 113 zwischen
dem ersten und dem zweiten Leitungsstrukturelement
112, 114 der Verbindungsleitungsstruktur 110 aus be-
trachtet, ist der gesamte rechte Teil der HF-Schaltvor-
richtung 100 als hochohmig anzusehen und braucht
deshalb hochfrequenzmaRig nicht weiter betrachtet zu
werden. Insbesondere kdnnen in diesen Teil der Schal-
tung aufgrund seiner Hochohmigkeit keine Hochfre-
quenzsignale eingekoppelt werden, das heil’t auch,
dass Uber den HF-Ausgang HF-A keine HF-Signale
ausgekoppelt werden koénnen; damit sperrt die
HF-Schaltvorrichtung 100.

[0008] Fiir die bezlglich der HF-Betrachtung verblei-
benden Bauelemente gilt Folgendes: Das Leitungs-
strukturelement 120-1-1 des ersten Diodenpfades
120-1 transformiert seinen hochohmigen Verbindungs-
punkt zur Anode der Diode 120-1-2 in einen niederoh-
migen Verbindungspunkt 113 zwischen dem ersten und
dem zweiten Strukturelement 112, 114 der Verbin-
dungsleitungsstruktur 110. Dies ist kein Widerspruch zu
der zuvor getatigten Aussage, dass von diesem Verbin-
dungspunkt 113 aus bei Anliegen einer 0 Volt-Schalt-
spannung eine Betrachtung des gesamten rechts von
diesem Verbindungspunkt 113 liegenden Teils der
HF-Schaltvorrichtung 100 als hochohmig angesehen
werden kann.

[0009] Bei einer Parallelschaltung von hochohmig
und niederohmig setzt sich niederohmig durch
(hochohmig » niederohmig), das hei3t Punkt 13 wirkt
HF-m&Rig als Masse. Der Kondensator C1 ist fiir HF-Si-
gnale als Kurzschluss zu betrachten. Dennoch kann in
diesem Fall Giber den Hochfrequenzeingang HF-E keine
Hochfrequenzleistung beziehungsweise kénnen keine
Hochfrequenzsignale an den HF-Ausgang HF-A durch-
geschaltet werden, weil der Verbindungspunkt 113, wie
gesagt niederohmig ist. Alle Giber den HF-Eingang HF-E
eingekoppelte HF-Leistung wird deshalb iber das erste
Leitungsstrukturelement der Lange * zuriickreflektiert.
[0010] Es folgt nun die Beschreibung der Funktions-
weise der Schaltung 100 fir eine Schaltspannung von
zum Beispiel 5 Volt, das heildt fir einen leitenden Zu-
stand.

[0011] Bei einer zunachst wiederum niederfrequen-
ten Betrachtung sind wiederum alle Leitungsstrukturele-
mente 112, 114, 116, 120-1-1 und 120-2-1 als Kurz-
schlisse anzusehen. Die HF-Ankoppelschaltung 130
wirkt als Vorwiderstand fiir die beiden Dioden 120-1-2
und 120-2-2. Uber beiden Dioden fallt nun ihre jeweilige
Diodenspannung ab, das heifdt, sie sind beide durchge-
steuert und leiten.

[0012] Dieser Zustand der Dioden gilt auch fiir die nun
folgende Hochfrequenzbetrachtung. Weil die Dioden
leiten, kénnen ihre Anoden jeweils als niederohmig an-
gesehen werden. Hochfrequenzmafig wirken die bei-
den Leitungsstrukturelemente 120-1-1 und 120-2-1 der
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beiden Diodenpfade 120-1 und 120-2 jeweils als Impe-
danztransformator und bewirken eine Hochohmigkeit
der Verbindungspunkte 113 und 115. Dies hat zur Folge,
dass die beiden Diodenpfade 120-1 und 120-2 fiir die
Funktionsweise der Schaltvorrichtung im Hochfre-
quenzbetrieb ignoriert werden kénnen. Ubrig bleibt nur
noch die Verbindungsleitungsstruktur 110, an deren
Verbindungspunkt 113 Gber die Ankoppelschaltung 130
eine Schaltspannung von 5 Volt angelegt ist. Hochfre-
quenzmalig addieren sich nun die einzelnen Langen
der Leitungsstrukturelemente 112, 114 und 116 der Ver-
bindungsleitungsstruktur 100 zu einer Gesamtlange
von Aygrgro —, also zu einem hochfrequenztechni-
schen Kurzschluss. Weil dariiber hinaus auch die bei-
den Kondensatoren C1 und C2 hochfrequenzmaRig als
Kurzschluss zu betrachten sind, ist in dieser Situation
der Hochfrequenzeingang HF-E hochfrequenzmaRig
unmittelbar mit dem Hochfrequenzausgang HF-A ver-
bunden, das heif3t, die HF-Schaltvorrichtung 100 ist
durchgeschaltet.

[0013] Soweit zur Erlauterung der Funktionsweise
der HF-Schaltvorrichtung 100.

[0014] Bei dem in Figur 5 gezeigten Aufbau der
HF-Schaltvorrichtung erstrecken sich die beiden Di-
odenpfade 120-1 und 120-2 beide raumlich in gleicher
Richtung, das heif3t, nach unten, weg von der Verbin-
dungsleitungsstruktur 110. Dies hat zur Folge, dass ihre
beiden Leitungsstrukturelemente 120-1-1 und 120-2-1
raumlich eng beieinander und direkt gegenlberliegen,
so dass es zu unerwinschten Wechselwirkungen der
magnetischen und elektrischen Felder dieser beiden
Leitungsstrukturelemente, das heift zu einem Uber-
sprechen zwischen diesen beiden Leitungsstrukturele-
menten kommen kann. Anders ausgedriickt, die Isola-
tion zwischen diesen beiden Diodenpfaden bei ihrer ge-
zeigten Anordnung ist nur gering.

[0015] Viele Anwendungsgebiete derartiger
HF-Schaltvorrichtungen erfordern jedoch eine beson-
ders hohe Isolation zwischen den Leitungsstrukturele-
menten der einzelnen Diodenpfade, weshalb die be-
kannte HF-Schaltvorrichtung gemaf Figur 5 fir derarti-
ge Anwendungsfalle nicht geeignet ist.

[0016] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es die Aufgabe der Erfindung, eine bekannte HF-Schalt-
vorrichtung mit mindestens zwei Diodenpfaden derart
weiterzubilden, dass ein Ubersprechen zwischen den
Leitungsstrukturelementen der Diodenpfade so weit wie
mdglich verhindert wird.

[0017] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
des Patentanspruchs 1 insbesondere dadurch geldst,
dass die Leitungsstrukturelemente der Diodenpfade je-
weils soweit rdumlich getrennt voneinander angeordnet
sind, dass eine Isolation zwischen den Leistungsstruk-
turelementen der Diodenpfade grof3er als ein vorgebba-
rer Isolationsschwellenwert ist.

[0018] Der Begriff "Isolation" ist als Umkehrung des
Begriffes "Ubersprechen" zu verstehen, das heift eine
gute Isolation bedeutet ein nur geringes Ubersprechen
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und umgekehrt. Im Rahmen der Beschreibung der Er-
findung werden die Dioden grundséatzlich als ideal an-
gesehen, das heilt, dass sie sich niederfrequenzmaRig
und hochfrequenzmaRig gleichartig verhalten. Vorteil-
hafterweise wird durch die beanspruchte rdumliche An-
ordnung der Leitungsstrukturelemente in den Dioden-
pfaden eine ausreichend hohe Isolation zwischen die-
sen erreicht, weshalb die erfindungsgemafie HF-Schal-
tungsvorrichtung auch fir Anwendungen, die eine solch
hohe Isolation erfordern, geeignet ist. Solche Anwen-
dungen sind zum Beispiel Pulsradare fiir Einparkhilfen,
Totwinkelerfassung oder fiir Unfallwarnvorrichtungen
bei Kraftfahrzeugen.

[0019] Gemal einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der
Erfindung wird vorteilhafterweise eine besonders groRRe
Isolation zwischen den Leitungsstrukturelementen der
Diodenpfade dadurch erreicht, dass sich diese insbe-
sondere bei planarer Anordnung, in entgegengesetzte
Richtungen erstrecken.

[0020] Weitere Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung
sind Gegenstand der Unteranspriiche. Dabei ist zwi-
schen den Leitungsstrukturelementen der Diodenpfade
und den Leitungsstrukturelementen der Verbindungs-
struktur zu unterscheiden. Ob alle Dioden in der Schal-
tung gleichzeitig mitihrer Kathode nach Masse geschal-
tet sind oder alle mit ihrer Anode nach Masse geschaltet
sind, ist fir die grundséatzliche Funktionsweise der
Schaltung und insbesondere fiir die Gute der erzielba-
ren Isolation ohne Belang. Die Leitungsstrukturelemen-
te von sowohl den Diodenpfaden wie auch von der Ver-
bindungsleitungsstruktur sind vorzugsweise als Mikro-
streifenleitungen ausgebildet.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend in Form meh-
rerer Ausfiihrungsbeispiele detailliert beschrieben, wo-
bei

Figur 1  ein erstes Ausflihrungsbeispiel der erfin-
dungsgemaflen HF-Schaltvorrichtung;

Figur 2  ein zweites Ausfihrungsbeispiel der erfin-
dungsgemaRen HF-Schaltvorrichtung;

Figur 3 ein  drittes  Ausflhrungsbeispiel der
HF-Schaltvorrichtung;

Figur4 ein viertes Ausflhrungsbeispiel der
HF-Schaltvorrichtung; und

Figur 5 eine HF-Schaltvorrichtung gemaR dem
Stand der Technik

zeigt.

[0022] Figur 1 zeigt ein erstes Ausflihrungsbeispiel

der erfindungsgemafen HF-Schaltvorrichtung 100. Der
grundsatzliche Aufbau und ihre Funktionsweise sind
dieselben, wie sie oben fur die in Figur 5 gezeigte
HF-Schaltvorrichtung erlautert wurden. Gleiche Bauele-
mente werden in allen Figuren der Beschreibung mit
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gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

[0023] Der wesentliche Unterschied zwischen der in
Figur 1 gezeigten HF-Schaltvorrichtung und der in Figur
5 gezeigten besteht darin, dass sich der zweite Dioden-
pfad 120-2 gegenuber der Verbindungsleitungsstruktur
110 in einer entgegengesetzten Richtung wie der erste
Diodenpfad 120-1 erstreckt. In Figur 1 ist dies dadurch
veranschaulicht, dass der erste Diodenpfad 120-1 sich
rechtwinklig zu der Verbindungsleitungsstruktur 110
nach unten erstreckt, wahrend sich der zweite Dioden-
pfad 120-2 rechtwinklig zu der Verbindungsleitungs-
struktur 110 nach oben erstreckt. Vorteilhafterweise
kann eine derartige Anordnung der Bauelemente auf ei-
ner ebenen Platine realisiert werden.

[0024] Aufgrund der beschriebenen Anordnung der
beiden Diodenpfade ist ein Ubersprechen zwischen ih-
ren jeweiligen Leitungsstrukturelementen 120-1-1 und
120-2-1 nahezu ausgeschlossen. Das heil’t, die Isola-
tion zwischen diesen beiden Leitungsstrukturelementen
der Diodenpfade ist sehr grol3, weshalb diese Schal-
tungsanordnung auch fir Anwendungsgebiete ver-
wendbar ist, die eine besonders hohe Isolation erfor-
dern; Beispiele dafiir sind oben im allgemeinen Teil der
Beschreibung genannt.

[0025] Figur 2 zeigt ein zweites Ausflihrungsbeispiel
der erfindungsgemafien HF-Schaltvorrichtung 100,
welches sich von dem in Figur 1 gezeigten ersten Aus-
fuhrungsbeispiel lediglich dadurch unterscheidet, dass
die Dioden 120-1-2 und 120-2-2 in den beiden Dioden-
pfaden 120-1 und 120-2 jeweils umgekehrt gepolt sind.
Genauer gesagt, liegen in Figur 2 die Anoden der bei-
den Dioden (120-1-2, 120-2-2) jeweils auf Masse, wah-
rend ihre Kathoden an die jeweiligen Leitungsstruktur-
elemente 120-1-1 und 120-2-1 der jeweiligen Dioden-
pfade angeschlossen sind. Dieser umgekehrte Einbau
der Dioden andert nur das Potential der NF-Schaltspan-
nung, HF-maRig hat dies weder auf die Funktionsweise
der Schaltung noch auf die erfindungsgemal ge-
wiinschte hohe Isolation zwischen den beiden Leitungs-
strukturelementen der Diodenpfade einen Einfluss.
[0026] Auch in diesem Fall ist ein Ubersprechen zwi-
schen den beiden Leistungsstrukturelementen, wenn
Uberhaupt, dann nur sehr gering.

Figur 3 zeigt ein drittes Ausfiihrungsbeispiel der Erfin-
dung mit einer gegenuliber dem ersten und zweiten Aus-
fuhrungsbeispiel modifizierten HF-Schaltvorrichtung.
[0027] In seinem Hardwareaufbau unterscheidet sich
diese modifizierte HF-Schaltvorrichtung 100" von der in
Figur 1 gezeigten HF-Schaltvorrichtung 100 dadurch,
dass das zweite Leitungsstrukturelement 114 der Ver-
bindungsleitungsstruktur hier aufgespalten ist in zwei
Teilleitungsstrukturelemente 114-1 und 114-3. Diese
beiden Leitungsstrukturelemente sind uber einen Ver-
bindungspunkt 114-2 miteinander verbunden. Weiterhin
ist nun derjenige Anschlusspunkt der HF-Ankoppel-
schaltung 130, der als NF-Eingang NF-E ausgebildet
ist, nicht mit dem Verbindungspunkt 113, sondern mit
dem Verbindungspunkt 114-2 verbunden. Weiterhin ist
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an diesen Verbindungspunkt 114-2 ein dritter Dioden-
pfad 120-3 angekoppelt. Die Ankopplung erfolgt genau-
er gesagt Uber ein Ende eines E-Leitungsstrukturele-
mentes 120-3-1 dieses Diodenpfades. Das andere En-
de dieses Leitungsstrukturelementes 120-3-1 ist mit der
Anode einer Diode 120-3-2 verbunden, deren Kathode
an Masse liegt.

[0028] Erfindungsgemal ist auch bei diesem Ausfiih-
rungsbeispiel die Isolation zwischen den Leitungsstruk-
turelementen 120-1-1, 120-2-1 und 120-3-1 dadurch
maximiert, dass sie raumlich weit auseinander liegen.
Die rdumliche Trennung wird hier insbesondere da-
durch realisiert, dass sich der dritte Diodenpfad 120-3 -
ausgehend von dem Verbindungspunkt 114-2 der Ver-
bindungsleitungsstruktur 110" - in eine entgegengesetz-
te Richtung wie die beiden anderen Diodenpfade 120-1
und 120-2 erstreckt. Auf diese Weise wird nicht nur die
Isolation zwischen denjenigen Diodenpfaden 120-1 und
120-3 bzw. 120-3 und 120-2 maximiert, deren Anschlus-
spunkte an die Verbindungsleitungsstruktur jeweils be-
nachbart sind, wie dies bereits aus den Ausfiihrungs-
beispielen der Figuren 1 und 2 bekannt ist, sondern
auch die Isolation zwischen den beiden Diodenpfaden
120-1 und 120-2 vergrofiert, weil deren Leitungsstruk-
turelemente 120-1-1 und 120-2-1 hier weiter auseinan-
der liegen als bei der HF-Schaltvorrichtung, wie sie aus
dem Stand der Technik bekanntistundin Figur 5 gezeigt
wurde.

[0029] Fir die Giite der Isolation ist es auch hier un-
beachtlich, ob die Dioden wie in Figur 3 gezeigt, mit ih-
ren Kathoden alle nach Masse geschaltet sind oder ob
sie umgekehrt, jeweils mit ihren Anoden nach Masse
geschaltet sind.

[0030] Fur die Funktion der in Figur 3 gezeigten
HF-Schaltvorrichtung 100' gelten die gleichen Grund-
séatze, wie sie einleitend zu der Beschreibung von Figur
5 erlautert wurden. So gilt insbesondere, dass bei einer
Niederfrequenzbetrachtung und bei einer Einspeisung
von 0 Volt auf den NF-Eingang NF-E die Verbindungs-
punkte zwischen allen Leitungsstrukturelementen auf 0
Voltliegen, weil die Leitungsstrukturelemente im nieder-
frequenten Fall bzw. Gleichspannungsfall als Kurz-
schlisse betrachtet werden kénnen. In diesem Fall
sperren alle Dioden und ihre jeweiligen Anoden sind als
hochohmig zu betrachten. Die . jeweiligen Leitungs-
strukturelemente 120-1-1, 120-2-1 und 120-3-1 wan-
deln die jeweils hochohmigen Anodenpotentiale in nie-
derohmige Potentiale an ihren Verbindungspunkten
113, 114-2 und 115 zu der Verbindungsleitungsstruktur
110" hin um. Betrachtet man zunéachst nur das Leitungs-
strukturelement 114-3, so wandelt dieses ausgehend
von dem niederohmigen Verbindungspunkt 115 auf sei-
ner rechten Seite diesen um in eine hochohmige linke
Seite. Dies hat zur Folge, dass von dem Anschlusspunkt
114-2 aus betrachtet, der gesamte rechts davon liegen-
de Teil der Verbindungsleitungsstruktur 110, das heif3t
die Teile 114-3, 120-2 und C2 insgesamt hochohmig wir-
ken und deshalb flr eine Hochfrequenzbetrachtung im
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Weiteren nicht zu berticksichtigen sind. Diese Sichtwei-
se andert nichts an der Aussage, dass der dritte Dioden-
pfad 120-3 und insbesondere dessen Leitungsstruktur-
element 120-3-1 den Verbindungspunkt 114-2 nie-
derohmig werden lasst. Dieser niederohmige Zustand
an dem Verbindungspunkt 114-2 wird durch das Lei-
tungsstrukturelement 114-1 aufgrund seiner Lange % in
eine hochohmige linke Seite transformiert. Dies hat zur
Folge, dass von dem Anschlusspunkt 113 aus betrach-
tet der gesamte rechts davon liegende Teil nicht zu be-
ricksichtigen ist. Dieser Anschlusspunkt 113 ist Uber
den Diodenpfad 120-1 niederohmig, das heil’t, es kann
inihn keine Leistung von dem HF-Eingang HF-E her ein-
gespeist werden, wie dies oben unter Bezugnahme auf
Figur 5 erlautert wurde. Damit sperrt auch das dritte in
Figur 3 gezeigte Ausflihrungsbeispiel Hochfrequenzsi-
gnale, wenn am Niederfrequenzeingang NF-E eine
Spannung von 0 Volt anliegt. Das Gleiche gilt fir nega-
tive Spannungen an dem NF-Eingang NF-E.

[0031] Im Falle einer Spannung von ca. 5 Volt an dem
NF-Eingang sind samtliche Leitungsstrukturelemente
bei einer Niederfrequenzbetrachtung als Kurzschluss
anzusehen. Damit wirkt die HF-Ankoppelschaltung 130
als Vorwiderstand flr sdmtliche Dioden in den Dioden-
pfaden 120-1, 120-2, 120-3. Uber den Dioden fallt dann
jeweils ihre Diodenspannung ab. Die Dioden sind durch-
geschaltet und leiten. Dies bedeutet, dass sédmtliche An-
odenpotentiale der Dioden 120-1-2, 120-2-2 und
120-3-2 niederohmig sind. Diese niederohmigen Zu-
stdnde werden von den jeweiligen Leitungsstrukturele-
menten der Lange r in den Diodenpfaden 120-1, 120-2
und 120-3 in hocho‘hmige Zustande an ihren jeweiligen
Verbindungspunkten 113, 114-2, 115 zu der Verbin-
dungsleitungsstruktur 110" transformiert. Bei einer
Hochfrequenzbetrachtung sind deshalb samtliche Di-
odenpfade (120-1, 120-2, 120-3) zu ignorieren und es
ist lediglich noch die verbleibende Verbindungsleitungs-
struktur 110' zu bertcksichtigen. Die Langen der in Rei-
he geschalteten Leitungsstrukturelemente 114-1 und
114-3 addieren sich insgesamt zu einer Lange von L
Ao % und wirken damit zusammenbetrachtet als hoch-
?requenzméf?»iger Kurzschluss. GleichermalRen wirken
die Kondensatoren C1 und C2 hochfrequenzmaRig als
Kurzschluss, so dass auch der HF-Eingang mit dem
HF-Ausgang kurzgeschlossen ist, das heiflt, die
HF-Schaltvorrichtung 100 also leitet.

[0032] Figur 4 zeigt ein viertes Ausflihrungsbeispiel
der Erfindung, welches ahnlich aufgebaut ist wie das in
Figur 1 gezeigte erste Ausfiihrungsbeispiel. Der Unter-
schied zu dem ersten Ausflihrungsbeispiel besteht dar-
in, dass die Diodenpfade hier keine Leitungsstrukturele-
mente aufweisen. Wenn die beiden Dioden jedoch in der
gleichen Richtung von der Verbindungsleitungsstruktur
weg nach Masse geschaltet waren, dann wéare ein hoch-
frequenzmaRiges Ubersprechen zwischen den Massen
mdglich. Deshalb wird erfindungsgemal vorgeschla-
gen, auch bei einer derartigen Ausbildung der Dioden-
pfade ohne jeweilige Leitungsstrukturelemente die je-
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weiligen Dioden in Bezug auf die Verbindungsleitungs-
struktur in entgegengesetzte Richtung anzuordnen, wie
dies zum Beispiel in Figur 4 gezeigt ist. Auf diese Weise
wird auch hier eine verbesserte Isolation und damit eine
Verringerung des Ubersprechens zwischen den Di-
odenpfaden erreicht, wodurch auch das vierte Ausfiih-
rungsbeispiel der HF-Schaltvorrichtung fir Anwendun-
gen geeignet ist, die eine erhdhte Isolation zwischen
den Diodenpfaden voraussetzen.

Patentanspriiche

1.

Hochfrequenz HF -Schaltvorrichtung (100) zum
Schalten von HF-Signalen, umfassend

eine Verbindungsleitungsstruktur (110, 110') mit ei-
nem HF-Eingang (HF-E) zum Eingeben der HF-Si-
gnale, einem Niederfrequenz NF-Eingang (NF-E)
zum Anlegen einer Schaltspannung und mit einem
HF-Ausgang (HF-A) zum Ausgeben der eingegebe-
nen HF-Signale nach MaRgabe durch die GréRe
der Schaltspannung; und

mindestens zwei Diodenpfade (120-1, 120-2,
120-3), welche an die Verbindungsleitungsstruktur
(110, 110") angeschlossen sind, und welche jeweils
eine Diode (120-1-2, 120-2-2, 120-3-2) und ein Lei-
tungsstrukturelement (120-1-1, 120-2-1, 120-3-1),
aufweisen;

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leitungsstrukturelemente (120-1-1, 120-2-1,
120-3-1) der Diodenpfade jeweils derart rdumlich
getrennt voneinander angeordnet sind, dass eine
Isolation zwischen den Leitungsstrukturelementen
(120-1-1, 120-2-1, 120-3-1) der Diodenpfade gro-
Rer als ein vorgegebener Isolationsschwellenwert
ist.

HF -Schaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leitungsstrukturele-
mente (120-1-1, 120-2-1, 120-3-1) der Diodenpfa-
de in der Weise rdumlich angeordnet sind, dass sie
sich jeweils in unterschiedliche, vorzugsweise ent-
gegengesetzte Richtungen erstrecken.

HF -Schaltvorrichtung nach einem der vorangegan-
genen Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass

die Verbindungsleitungsstruktur (110, 110') als Rei-
henschaltung des HF-Eingangs (HF-E), eines er-
sten Kondensators (C1), von n Leitungsstrukturele-
menten (112, 114, 116), eines zweiten Kondensa-
tors (C2) und des HF-Ausgangs (HF-A) ausgebildet
ist; und

n-1 Diodenpfade (120-1, 120-2, 120-3) jeweils mit
einem Ende ihrer Leitungsstrukturelemente
(120-1-1, 120-2-1, 120-3-1) an den Verbindungs-
punkten (113, 114-2, 115) zwischen den Leitungs-
strukturelementen (112, 114, 116) der Verbindungs-
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leitungsstruktur (110, 110') derart angeschlossen
sind, dass sie sich in der Ebene einer Platine, auf
welcher die HF-Schaltvorrichtung (100) realisiert
ist, abwechselnd nach rechts und nach links von der
Verbindungsleitungsstruktur (110, 110") weg er-
strecken.

HF -Schaltvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer Verbindungslei-
tungsstruktur (110) mit n = 4 Leitungsstrukturele-
menten das erste und das letzte Leitungsstruktur-
element (112, 116) jeweils als r Leitungsstruktur
und das zweite Leitungsstrukturelement (114) als%
Leitungsstruktur ausgebildet ist.

HF -Schaltvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer Verbindungslei-
tungsstruktur (110') mit n = 2 Leitungsstrukturele-
menten beide Leitungsstrukturelemente (114-1),
(114-3) als 4& Leitungsstruktur ausgebildet sind.

HF-Schaltvorrichtung (100) nach einem der voran-
gegangenen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leitungsstrukturelemente (120-1-1,
120-2-1, 120-3-1) der Diodenzweige (120-1, 120-2,
120-3) zumindest teilweise als A Leitungsstrukturen
oder Vielfachen davon ausgebildet sind.

HF-Schaltvorrichtung (100) nach einem der voran-
gegangenen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dioden (120-1-2, 120-2-2, 120-3-2)
in den Diodenpfaden (120-1, 120-2, 120-3) entwe-
der alle mit ihren Kathoden oder alle mit ihren An-
oden nach Masse geschaltet sind.
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